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中心に 10-121 面ができて、底が埋まり Uピットへと移行する。 110-121 面の成長が速いために、 Uピッ
トは次第に埋まって、ピット自身が消滅する。断面観察の結果は、 GaN膜が成長するに従って、高密度の
小さな Vピットが消滅して、低密度の大きな Vピットが成長していく様子をはっきり示していた。さらに、
成長時のパラメーターを制御することで、 Vピットの成長の抑制、 Uピットへの移行の促進、さらにはピッ
トの消滅が可能であることが提案された。
本研究の成果は、気桔成長法で育成した GaN厚膜・ウエハの品質向上に有益な指針を与えるものとして
期待される。
審査の結果の要旨
本研究は、 GaN厚膜あるいは GaNウエハに現れるピット型の欠陥の特性を調べ、ピット型欠陥の生成、
成長、消滅の過程を明らかにしたものである。
本研究結果は、気相成長法による GaN厚膜・ウエハの品質を向上させるために有益な知見を与えただけ
でなく、極性面成長の特徴、拡張欠陥の生成・消滅に関して新たな知見をもたらした。
以上の理由から、本論文は博士論文として十分と判断された。
平成 24年2月14日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、著者
に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によって、合格と
判定された。
上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格を有
するものと認める。
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